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２００９ 第１９回 RCJ信頼性シンポジウム 
EOS/ESD/EMCシンポジウム 

電子デバイスの信頼性シンポジウム 
 

全体プログラム 

 

日時： 2009年10月22日（木）～10月23日（金）        開催場所：大田区産業プラザ 

 

日時 10月22日（木） 10月23日（金） 

項目 

EOS/ESD/EMC 

シンポジウム 

優秀論文等表彰式 

電子デバイスの信頼性

シンポジウム､ 

EOS/ESD/EMC 

シンポジウム 

電子デバイスの信頼性

シンポジウム 

会場 
４階コンベンションホール ４階コンベンションホール 

Ａ会場 Ｂ会場 Ａ会場 Ｂ会場 

午前 

 

(9:30～10:20) 

「チュートリアル」 

(10:30～12:00) 

「特別講演」 

 (10:00～12:00) 

「パネルディスカッション」 

 

（10:00～12:00） 

信頼性セミナー 

昼 

（12:00～12:15） 

優秀論文等表彰式 

（12:15～13:15） 

懇親会（１階展示場脇） 

 （12:00～13:00） 

 

休憩 

（12:00～13:00） 

 

休憩 

午後 

前半 

（13:30～14:30） 

「半導体デバイスのESD」

（招待講演） 

（13:30～15:00） 

「デバイス・実装品の 

信頼性評価」 

（13:00～14:20） 

「ESD コントロール・ 

イミュニティ関連(1)」 

（13:00～16:50） 

 

信頼性セミナー 

 

「信頼性の最近の話題（信

頼性保証、RTS、NBTI）」

午後 

後半 

（14:40～17:30） 

「半導体デバイスの ESD」 

（15:15～16:45） 

「導電性接着剤の 

信頼性」 

（14:40～16:40） 

「ESD コントロール・ 

イミュニティ関連(2)」 

展示会 （10:00～17:00）（１階大展示ホール） 無し 

 



ご 挨 拶 
 

「電子デバイスの信頼性シンポジウム」、「EOS/ESD/EMCシンポジウム」からなる第18
回RCJ信頼性シンポジウムを平成21年10月22日(木)～10月23日(金)に東京都大田区産業プラ

ザで開催致します。 

 
電子デバイスの進展は目覚しく、高集積化・高機能化・超微細化が急速に進んでいます。

最近の技術開発では、これまでの従来技術の延長線上にある技術開発と異なり、銅配線、低

誘電率層間膜（Low-κ膜）、従来のSiO2膜に替わる高誘電率ゲート絶縁膜（High-κ膜）等の新

材料を用いた新しい技術が導入されています。一方、実装技術も、RoHS指令等による鉛に

替わる新しい材料を用いた鉛フリー実装技術の実用化が要求されています。新しい材料・技

術の導入に伴い、従来の信頼性技術蓄積が使えず、信頼性評価を最初からやり直さなければ

ならない状況に追い込まれています。このような状況で、従来にも増して開発段階における

信頼性作り込みが重要になっています。 

  
半導体デバイスの高機能化・超微細化に伴い過電圧（EOS）や静電気放電（ESD）に対す

る耐性も確実に低下しており、歩留りや信頼性向上のためには、ESD対策も不可欠となって

います。さらに高速化に伴いLSIから発生する電磁波対策、外部から進入する電磁波に対す

る装置の誤動作対策などいわゆる電磁環境両立性（EMC）も問題となっています。これらの

問題を克服してより一層の高信頼性を達成するためには、基本技術としての信頼性技術・故

障解析技術の向上、EOS/ESD/EMC現象把握や対策技術向上が必須となります。 

 
ESD問題は半導体デバイス以外に、液晶デバイス、GMRヘッドなどエレクトロニクスのあ

らゆる分野で問題となっており、そのESD対策が注目されています。特にGMRヘッドでは、

通常の半導体デバイスのような保護回路の組込みが困難であり、非常にESD耐性が弱くなっ

ています。このような例は、GaAs系の超高速半導体デバイス、光ピックアップ用の光デバイ

スなど、最新技術で顕著になっています。今後の進展が予想されるナノテクノロジー技術で

も実用化において、その高性能化・高集積度化とトレードオフ関係にあるESD対策が重要に

なることが予想されます。 

 
このような状況を鑑み、この分野の研究・技術発表と討論の場を提供し技術発展に寄与す

ること、またその中からIECやJISの新規格作成のためのテーマの発掘や資料の蓄積を図るこ

とを目的として、本シンポジウムは企画され、平成3年度から開催されてきました。幸い多

くの方々のご協力を得て、回を重ねる毎に内容が充実してきております。 

 
本シンポジウムは、米国EOS/ESDシンポジウムと欧州の電子デバイスの信頼性・故障解析

シンポジウム（ESREF）との優秀論文の交換を行っており、優秀論文の講演・討論を通して

国際技術交流を行っております。また、本シンポジウムで推薦され優秀論文は、いずれかの

シンポジウムに招待論文として招待されます。なお、米国EOS/ESDシンポジウムとは1994年
以来、欧州ESREFシンポジウムとは1996年から交流を進めております。 

 
第19回RCJ信頼性シンポジウムでは、10月22日に恒例の特別講演と優秀論文賞等の表彰式

を行います。特別講演では、Charvaka Duvvury（TI、ESDAssociation）氏に、「A Perspective on 



Realistic and Safe CDM Target Levels meet to Advanced IC Design Constraints」と題し、微細化と共

にESD耐性確保が困難になっているLSIのESD耐性の目標値の見直しについて講演して頂き

ます。Charvaka Duvvury氏は、半導体ESD分野の世界的権威であり、また、最近は、半導体

製造メーカ業界団体でESD耐性目標値の見直しを提唱しており、その先導的役割を担ってい

ます。 

 
今年の「EOS/ESD/EMCシンポジウム」のトピックスは、招待/一般講演、及びパネルディ

スカッションです。主なテーマは最先端半導体デバイスのESD現象、保護回路技術、及び評

価技術です。その他、ナノデバイスのESD/EMI現象、装置のイミュニティ問題関連のセッシ

ョンを開催いたします。今年は、例年になく、外国の発表者が多く、国際的なシンポジウム

となっています。パネルディスカッションでは、「システム、モジュール、デバイス各レベ

ルのESD現象と対策」をテーマとして取り上げました。LSIの高機能化、高集積化に伴い、シ

ステムやモジュールの機能がLSIに組み込まれており、システムやモジュール内の部品点数

が少なくなっています。このような状況で、デバイス、モジュール、システムの各レベルで

のESD試験方法や耐性強化をどうするかがテーマです。 

 
電子デバイスの信頼性シンポジウムでは、主に実装技術の信頼性に関する発表があります。

また、RCJが運営しています故障物理委員会委員による現在CMOS LSIの信頼性で最重要視さ

れている最近の話題（信頼性保証、RTS、NBTI）を中心としたセミナーもあります。 

 
また、好評を頂いております「信頼性・ESD対策技術展示会」を、17社のご協力により開

催致します。本年は昨年と同様に展示会場を１階大展示場とし、展示スペースを広く取り余

裕のある展示と致します。EOS/ESD/EMC対策用資材・評価装置、信頼性・故障解析装置や

信頼性試験・故障解析サービスに特化した展示会です。今年も昨年に好評頂いた「ESD対策

モデルルーム（EPA）」を展示各社の商品・装置を持ち寄り、展示致します。ESD対策技術

の基本となる「ESD対策技術基礎セミナー」と展示各社の技術・製品紹介を中心とした「ワ

ークショップ」も行います。ご質問、ご相談がありましたら遠慮なく出展社スタッフにお申

し付け下さい。 

 
以上のように、今年は参加者のお役に立つことを願い、多くの企画をいたしました。本シ

ンポジウムは参加者の討論への積極的参加により支えられておりますので、皆様のご協力を

お願い致します。 

 
最後に、企画や会場を始め種々ご尽力頂いた運営委員会、実行委員会、論文審査委員会、

関連TC国内委員会ならびに招待講演者、講師、発表者及び出展会社各位、さらに米国ESD協

会、欧州ESREF委員会、協賛諸団体の方々に心からお礼申し上げます。 

 
平成21年10月 

RCJ信頼性シンポジウム運営委員会 
 委員長 木村 忠正 
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会  場： ４階コンベンションホール（Ａ会場） 

 
チュートリアル： 半導体デバイスのESDの歴史と将来（歴史、現在の課題と将来） 
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（10:40~12:00） 特 別 
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Charvaka Duvvury（TI、ESDAssociation）  ················································ 1 

 

 

セッション名： 招待講演                  
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 analysis on component level」  
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    平野 哲郎、 長谷 光雄、小倉 尚、田中 秀治、藤原 秀二 

（三洋半導体（株））  ·········································································································· 69 
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第１９回 ＲＣＪ電子デバイスの信頼性シンポジウム 

 
開催日：  ２００９年１０月２２日(木) １３：３０～１６：４５ 

会  場：   ４階コンベンションホール（B会場） 

 

セッション名： デバイス・実装品の信頼性評価      司会： 穴山 汎 （ＲＣＪ） 

（13:30~14:00） 19S-01 「MEMS デバイスの構造評価システム」 

久保田 英久，清水 亙，村原 大介，中村 典子，神山 浩一，小田 民子， 

矢部 一博 （沖エンジニアリング（株）） ······································ 139
（14:00~14:30） 19S-02 「実装下におけるウィスカ評価試験」 

鈴木 聡†、小林 晶子†、戸井 恵子†、梶原 隆志††、鈴木 智也††、竹内 誠††、 

高橋 邦明††  
（†エスペック（株）、††エスペックテストセンター(株)） ·················· 149

（14:30~15:00） 19S-03 「プリント配線板の耐湿性試験における加速モデルの一考察」 

中村 和裕 （新光電気工業（株）） ············································· 155
休憩（15:00~15:15） 
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菅 武 （藤倉化成（株）） ··························································· 161
（15:45~16:15） 19S-05 「高い接合信頼性を実現した熱硬化性はんだ接合剤」 

田代 敏哉 （タムラ化研（株））  ······················································ 167
（16:15~16:45） 19S-06 「導電接着剤実装と部品接合信頼性の検討」 

   佐々木 喜七*、竹内 誠** （*ＲＣＪ、**ユニサイエンス タケウチ）  ··········· 173
 

 

開催日：  ２００９年１０月２３日（金） １０：００～１６：５０ 
会  場：  ４階コンベンションホール（B会場） 

 
信頼性セミナー： 信頼性の最近の話題（信頼性保証、RTS、NBTI） 
 

 

 


